Transistors PNP silicium
Planar épitaxiaux

PNP silicon transistors
Epitaxial pfanar

Planepox ®

2N 5354
2N 5355
2N 5356

- Amplification BF (faible bruit)
LF amplification (low noise)

- Commutation moyenne vitesse
Medium speed switching

- Usage général et applications industrizlles
General use and industrial applications

Dissipation de puissance maximale
Maximum power dissipation

Prot
(w)

Q36

0,24

0,2

-.—-—a-_--.—'7

N tambl°C)

0 25 125 200

*k Dispositif recommandé
Prefered device

Données principales
Princinal features

Vceo —25 V
- 40 - 120 2N 5354

21E 100 - 300 2N 6355
{50 mA) 250 - 500 2N 5356
fr 250 MHz typ.

Boitier plastique T0-98

Plastic case

Valeurs limites absolues d'utilisation a tamh=25°C
Absolute ratings (limiting values)

Tension collecteur-base

Collector-base voltage Veso —25 \
Tension collecteur-émetteur

Caollactor-emitter valtage VCEO —25 v
Tension émetteur-base

Emitter-base voltage VEBO —~4 v
Courant collecteur |

Collector current (o -300 mA
Courant collecteur de pointe = = |
Peak collector current tP 10us, 8 =2% M -700 mA
Dissipation de puissance

Powaear dlsslpatign PtOt 0,36 w
Température de jonction t.

Jupction tamperature max [} 125 °C
Température de stockage min 1 — 65

Starage temperature max stg +150 °C
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2N 5354
2N 5355
2N 5356

Caractéristiques générales a taqmp = 25°C
General characteristics {Sauf indications contraires)

{Unless otherwise specified)

Caractéristiques statiques
Static charactaristics

. Ves
Courant résiduel cotlecteur-base — 1
Collector-base cut-off cucrent lg =0 cBO
Veg = =25V —-10 | pA
tamb = 100eC
. \" = 0
Courant résiduel collecteur-émetteur BE
Collector-emitter cut-off current Vog = -26V 'CES —100} nA
. | 0
Courant résiduel émetteur-base Cc
Emitter-base cut-off current VEB = -4V ‘EBO =10 | uA
Tension de claquage collecteur-émetteur lg = 0 *
Collector-aml??or l?faakdawn voltage lc = —10mA V(8R)CEO| 25 v
2N 5354, 32
IC = —2 mA 80
Veg = —10V 2N 5355
2N 5356 200
hate 40 120
Valeur statique du rapport du transfert ! —E0 mA 2N 5354
direct du courant c = m 2N 5356 100 300
Static forward current transter ratio VCE = -1V
2N 6356 250 500
20
lg = —300mA 2N 5354 o
Veg = -6V 2N 5355 21E 40
2N 5356 75
Tension base-émetteur lc = —2mA v 05 08| v
Base-emitter voltage VCE = —j0V BE ’ 4
H = -50 mA
¢ v
= CEsat -0,25
Tension de saturation collecteur-émetteur 's 2.5 mA v
Collsctor-smitter saturation voltage | c = —300 mA v *
lg = —30mA CEsat -1
lc = -50mA Vv 11
Tension de saturation base-émetteur lg = -25mA BEsat ’ Vv
Baso-emitter saturetion voltage I = 300 mA
lg = —-30mA sat

* Impulsions t.=300us & < 2%
p
Puised
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2N 5354
2N 5355
2N 5356

Caractéristiques générales a tamp = 25°C

General characteristics

Caractéristiques dynamiques (pour petits signaux)
Dynamic characteristics (for small signals)

f = 1kHz |2N5354 32 180
Rapport de transfert direct du courant =
Fofvgard current transfer ratic IC n 2 mA 2N 5355 h21e 80 450
Ve = —10V | 2N 5356 200 750
' g s f = tkHz 2N 5354 1300
mpédance d’entr = —
st Impedence lo = —2mA ToNB3EE | hige 2000 0
Vee = -0V [2nE366 8700
f =
Rapport de transfert inverse 1kHz 2N 5354 15
?e la tension . le = —2mA | 2N5355 hyze 2 104
nverse voltage transfe tio -
yortege tranater Veg = -0V 946356 a
f = 1kHz 2N 5354 24
Admittance de sortie = —
Qutput admittence :IC - fom\j\ 2N 5355 ha2e 37 us
CE = — 2N 5356 100
réquence de transition -
Transition frequency VCE - ;—010 VH fT 250 MHz
= 0 MHz
Capacité de sorti VCB = v
apacité de sortie
Oueput capacitance lg =0 C220 8 pF
f = 1 NMHz
Capacité d'entré Ves = 08V
acité d'entrée
Inpput capacitance 'C =0 Cl tb 35 pF
b = 1 MHz

3/3



